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Prufungsanlrag gem. S 44 PatG ist gestellt 
(3) Schnelle Leistungsdiode 

<§) Es wird eine schnelle Leistungsdiode beschrieben, die fur 
den Einsatz als Freilaufdiode in Kommutierungszweigen 
geeignet ist. O'gtk Diode besteht in sich aus zwei Dioden 
teiUI3chen, einerT^lflache (A) mit soft-recovery-Verhalten 
und einer Teilfladhe (B) mit snappigem Schattverhalten. die 
aber als Einheit ein soft-fecovery-Verhalten mit wesentlich 
geringeren Schaltverlusten zeigt. Durch eine solche Diode 
ist es moglich. die DurchlaBverluste und die Schaltverluste 
zu entkoppeln und diese beiden Parameter technologist 
getrennt voneinander zu optimieren. So ist es moglich, die 
Schaltverluste in vorteilhafter Weise wesentlich zu reduzie- 
ren (Rguren 3a und 6). 
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Beschreibung zirk (A) ist auf ein weiches Recovery- Verhalten opti- 

miert, er tragi nur einen geringenTeil des Vorwartsstro- 

Die Erfindung betrifft eine schnelle Leistungsdiode mes. Der Teilbezirk (B) mit dem snappigen Verhalten ist 
mit den Merkmalen des Oberbegriffes des Anspruches auf niedrigen DurchlaBspannungsabfall optimiert, er 
1. 5 tragt den groBen Anteil des Vorwartsstromes. Durch 

In Schaltkreisen mit induktiver Last ist eine sog. Frei- das parallele Arbeiten der beiden Teilbezirke in der 
laufdiode schaltungsgerecht beigeordnet Durch immer schnellen Leistungsdiode nach der Erfindung teilen sich 
hohere Lcistungsfahigkeit der schaltenden Bauelemen- nicht nur die Schaltungsverluste auf, sondern es ergeben 
te wachsen auch die Forderungen an die Freilaufdiode. sich insgesamt wesentlich niedrigere Schahverluste als 
Neben der Sperrspannungsbelastbarkeit, einem niedri- io bei vergleichbaren Freilaufdioden. 
gen DurchlaBspannungsabfall und geringem Ruckstrom Bei der crfindungsgema&en schnellen Leistungsdiode 

wird ein weiches, sog. soft-recovery- Verhalten, gefor- kann der Teilbezirk (A) mit dem soft-recovery- Verhal- 
dert, eine dem dynamischen Verhalten der Diode zuge- ten eine breite n~-Zone besitzen und eine niedrige Do- 
ordnete Eigenschaft, welche das Ausraumen des Plas- tierung des p + -Emitters haben. Es kann dieser Teilbe- 
mas von Ladungstragern aus dem Halbleiterkdrper 15 zirk (A) auch durch Bestrahlen in seinem soften Verhal- 
beim Umschalten aus der DurchlaBphase in die Sperrp- ten eingestellt werden. Dieser Teilbezirk tragt weniger 
hase betrifft als ein Drittel des Vorwartsstromes der gesamten Di- 

Beim weichen Recovery- Verhalten klingt der Ruck- ode. 
strom im wesentlichen sanft ab, ohne daB durch ihn Der zweite Teilbezirk (B) mit dem snappigen Verhal- 
unerwiinschte Oberspannungen in der Schaltung ent- 20 ten kann einer schnellen pin-Diode gleichartig sein. Hier 
stehen, wahrend bei einer Diode mit hartem (sog. snap- ist eine schmale n~-Zone denkbar, die Dotierung der 
pigen) Schaltverhalten hohe Spannungen induziert wer- AuBenzonen ist auf optimalen DurchlaBspannungsab- 
den konnen. Die MaBnahmen zur Erzielung des soft-re- fall eingestellt 

covery-Verhaltens fiihren aber zu erhohtem DurchlaB- Die Erfindung wird nachfolgend anhand der Fig. 1 bis 

spannungsabfall, was zu Schaltverlusten fiihrt 25 7 naher erlautert Es zeigt: 

Zur Gestaltung guter Einsatzeigenschaften der Frei- Fig. 1 eine mogliche Realisierungsform der Erfin- 
laufdiode sind verschiedentlich in der Literatur Verfah- dung, hier ist ein Querschnitt durch den Halbleiterkor- 
ren beschrieben. die gegenlaufigen Eigenschaften zu op- per im Ausschnitt an der Grenze der Teilbezirke (A und 
timieren. Es ist bekannt, daB das Recovery- Verhalten B) dargestellt 

durch Dotierung und Bemessung der hochohmigen Mit- 30 Fig- 2 zeigt eine andere Erflndungsvariante, es sind 
telschicht der Dreischichtstrukturdes Halbleiterkorpers hier die Rekombinationszentren und Niveaus der Tra- 
beeinfluBt wird. Weiter ist bekannt, daB zur Einstellung gerlebensdauer veranschaulicht 

der lokalen Tragerlebensdauer und damit zur Beeinflus- Fig. 3 zeigt in seinen drei Teilbildern weitere Varian- 

sung des Schaltverhaltens im Sinne einer Veranderung ten von Ausfuhrungsbeispielen der Erfindung. 
des Recovery- Verhaltens eine Protonenbestrahlung 35 Fig. 4 zeigt das Schaltbild einer moglichen MeBschal- 
und/oder Bestrahlung mit Helium-Kernen anwendbar tung. 

ist Fig. 5 stellt Kurvenverlaufe von Parametern der bei- 

Ein Verfahren zur Herstellung einer vorzuglich fur den Einzeldioden und der erfindungsgemaBen Diode 
den hier beschriebenen Einsatz ausgebildeten schnellen dar. 

Diode wird in DE-OS 38 23 795 beschrieben. Hier wird 40 Fig. 6 zeigt in Kurvenform den Verlauf des Gesamt- 
durch Veranderung der Emitterzone ein optimales Er- stromes und der Teilstrome in den beiden Teilbereichen 
gebnis bezOglich des Recovery- Verhaltens erzielt, die (A und B) bei der Kommutierung. 
Dotierungskonzentration mit p-Dotanten wird hier ent- Fig. 7 ist ein Ausschnitt aus Fig. 6 und stellt den Ver- 
sprechend verandert lauf des Stromes in den beiden Teilbereichen (A und B) 

In DE-OS 36 31 136 ist eine andere Methode mit ahn- 45 dar. 
lichem Wirkungseffekt gewahlt, hier wird die Raumla- In Fig. 1 ist in vergroBerter aber nicht maBstabsge- 

dnngszone bei maximaler Sperrspannung bis nahe an reenter Darstellung ein Ausschnitt einer Diode im Quer- 
die Emitterstruktur erstreckt schnitt seines Halbleiterkorpers skizziert Der Aus- 

In DE-OS 36 33 161 wird eine zur Kommutierung ge- schnitt zeigt in idealisierter Weise die Grenze zwischen 
eignete schnelle Leistungsdiode beschrieben, wobei ins- 50 beiden Diodenteilflachen. 

besondere die Verbesserung des Recovery- Verhaltens Die Teilflache (A) besitzt das soft-recovery- Verhal- 

Aufgabenstellung ist Hier wird durch den Einbau von ten, das hier in der Hauptsache durch eine groBerc Wei- 
Defektelektronen auf der anodenseitigen p-Zone das te der n~ -Zone (3) erreicht wird. Die p- Dotierung (1) in 
gewflnschte weiche Verhalten erzielt dieser Teilflache kann niedrig und mit einer geringen 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, die Vor- 55 Eindringtiefe versehen sein, auch ist in diesem Teil ein 
teile eines guten DurchlaBspannungsabfalles der Diode abrupter pn-Obergang vorteilhaft 
mit der des soft-recovery- Verhaltens zu verbinden und Die Teilflache (B) weist durch eine dunnere n~-Zone 

dabei eine Ernicdrigung des Riickstromes bzw. der (3) einen niedrigen DurchlaBspannungsabfall aus. Das 
Sperrverzogerungsladung zu erreichen. p-Gebiet (2) wird vorteilhaft hoch dotiert (p + ) und kann 

Die Aufgabe wird durch die kennzeichnenden Merk- ao zusaulich mit einem flachen Gradienten des Dotierpro- 
male des Anspruches 1 gelost Vorteilhafte Weiterbil- files am pn-Obergang versehen sein, wodurch die Sperr- 
dungen sind in den Unteranspruchen gekennzeichnet spannung erhoht wird. 

Die durch die Erfindung erzielten Vorteile bestehen Die Mittelzone des Halbleiterkorpers (3) ist vom 

darin, daB in jeder Diode zwei Bereiche (A und B) unter- n-Typ und niedrig dotiert Ihre Weite ist fur die H6he 
schiedlichen Verhaltens gegeben sind. 6 5 der Sperrspannung entscheidend. Wird aber in der Teil- 

In einem Teilbereich (A) ist ein soft-recovery- Verbal- flache (B) der Gradient des Dotierprofiles flach ausge- 
ten ausgebildet, wahrend der andere Teilbezirk (B) ein bildet, kann hier die Sperrspannung erhdht werden. Die 
snappiges Verhalten aufweist Der erstgenannte Teilbe- unterschiedliche Weite der Schicht mit der n~-Grund- 
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dotierung (3) in den Teilflachen (A mit grdflerer Weite schen Aufwand erreicht. 

und B mil kleinerer Weite) fiihrt dazu, daB der Teilbe- In Fig. 3b ist die selektive Atzung auf der Seite der 

reich (B) den grdBten Teil des Vorwartsstromes tragt, sparer auszubildenden Anodenzone (2) durchgefuhrt, in 

aber ein snappiges Schaltverhalten aufweist Der Be- Fig. 3c ist diese auf der Seite der spater auszubildenden 
reich (A) dagegen weist ein softes Schaltverhalten auf. 5 Kathode erfolgt 

Durch eine n + -Diffusion wird die erste AuBenzone (4) Optimiert werden die Parameterverteilungen durch 

hochdotiert, was eine Getterwirkung hat und zur Ver- die (Combination der MaBnahmen, wie sie in der Fig. 3 

besserung des Weichhettsfaktors fuhrt also die gefor- dargestellt und bereits beschrieben wurden. Werden die 

derten Eigenschaften der schnellen Leistungsdiode ver- Teilflachen (A) und (B) vervielfacht, indem die Einzel- 
starkt Zur elektrischen Verbindung zu auBeren An- 10 teilflachen verkleinert werden und somit in einer Dio- 

schluBelementen sind beide Diodenflachen(5,6) metalli- denflache ein Vielfaches von diesen Teilflachen Platz 

siert. findet. so ergibt sich eine weitere vorteilhafte Verbesse- 

Fig. 2 zeigt eine mdgliche weitere Ausfiihrungsform rung des Verhaltens der Zielparameter. Die Aufteilung 

der Erfindung. Dabei ist durch Bestrahlung mit Proto- des Gesamtstromes auf die Teilflachen kann durch die 

nen oder Helium-Kernen lokal nur im Bereich (7) der 15 Flachenrelation der Teilflachen (A) zu (B) in der ge- 

Teilflache (A) die Tragerlebensdauer t herabgesetzt wiinschten Weise eingestellt werden. Auch durch den 

Das vertikale Profil der Tragerlebensdauer t in der Zo- Einbau von entsprechenden Vorwiderstanden ist eine 

ne (3) der Teilflache (A) ist schematisch in Fig. 2b veran- Stromaufteilung in gewQnschtem Sinne einstellbar. Vor- 

schaulicht Dies fuhrt zu einem soften Schaltverhalten teilhaft ist z. B. eine Aufteilung des Gesamtstromes zu 

der Diodenstruktur der Teilflache (A). In der Teilflache 20 weniger als ein Drittel im Bereich der Teilflache (A), also 

(B) dagegen ist eine im wesentlichen homogene Vertei- im Bereich mit weichem RQckstromabklingen bei der 

lung der Rekombinationszentren gegeben (Fig. 2c) . Da- Kommutierung. 

bei kann es vorteilhaft sein, die Tragerlebensdauer t in Fig. 4 zeigt tin Schaltbild fur die Freilaufdioden zur 

der Teilflache (B) kleiner zu wahlen, als in der Teilflache Messung der erzielten Parameter. Die beiden Teilfla- 

(A) im Bereich der n _ -Zone (3) in der Nahe des 25 chen (A gleich 12 und B gleich 14) sind hier als zwei 

n/n + -Obergangsgebietes. parallel geschaltete Dioden dargestellt. Mit dieser so 

Die Tragerlebensdauer der Teilflache (B) ist beispiels- dargestellten Diode ist eine Konstantstromquelle (16) 

weise durch Elektronenbestrahlung eingestellt, was be- und eine Konstantspannungsquelle (18) verbunden. 

kanntlich zu einem homogenen Tragerlebensdauerpro- Zwischen Konstantspannungsquelle (18) und Freilauf- 

m, aber gleichzeitig snappigem Schaltverhalten fuhrt 30 diode (12. 14) ist eine induktive bzw. gemischt ohmsch- 

Diese unterschiedlichen Teilvolumina bezOglich der induktive Last (20) und ein Schalter (22) vorgesehen. Die 

Tragerlebensdauer sind Uber entsprechende Absorber- dargestellte Diode (12) ist die Diodenteilflache (A) mit 

masken mit Hilfe der Bestrahlungstechnologie herstell- dem soft-recovery- Verhalten. Die dargestellte Diode 

bar. (14) ist die Diodenteilflache (B) mit dem snappigen Ver- 

In Fig. 3 sind weitere Ausftihrungsformen der Erfin- 35 halten, dieser Teil ist auf niedrigen DurchlaBspannungs- 

dung dargestellt, wobei die MaBnahmen, wie sie zu in abfall und schnelles Schalten optimiert. 

Fig. 1 und 2 dargestellten Ausfuhrungsformen fuhrten, In Fig. 5 sind die gemessenen Werte der einzelnen 

kombiniert wurden. In Fig. 3a ist durch das ganzflachige Teilfllchen und der kombinierten Diode dargestellt Da- 

Einbringen von zusatzlichen Rekombinationszentren (7) bei zeigt Fig. 5a den zeitlichen Ablauf entscheidender 

mittels Protonenbestrahlen oder Helium- Kern-BeschuB 40 Parameter der Diode, die nur aus dem Teilbereich (A) 

uber die gesamte Diodenflache die Tragerlebensdauer besteht Mit der Kurve (24) wird der Verlauf des zeitli- 

partiell herabgesetzt Wird diese Bestrahlung so dimen- chen Stromflusses beim Abschalten in der Teilflache (A) 

sioniert, daB die zusatzlichen Rekombinationszentren in dargestellt. Der Verlauf der Kurve (26) gibt den gleich- 

der Teilflache (A) nahe dem pn-Obergang liegen, so zeitigen Spannungsabfall wieder. Die bei diesem Schalt 

kann das weiche Recovery- Verhalten positiv beeinfluBt 45 vorgang auftretenden Schaltverluste sind in Kurve (28) 

werden. Wahrend die bestrahlten Volumina in der Teil- dargestellt 

flache (A) in dem Bereich der n~-Zone (3) liegen, also Fig. 5b zeigt die analogen Kurvenverlaufe in einer 

beispieihaft in einer Tiefe zwischen 12 um und 40jim, Diode, dfe nur aus der Teilflache (B) besteht, in ver- 

liegt das bestrahlte Feld in der Teilflache (B) in der gleichbarem MaBstab. Die Kurve (30) gibt hier den zeit- 

p + -Zone (2), also in einem Gcbiet in dem die dadurch 50 lichen Verlauf des Stromflusses an, die Kurve (32) den 

gesenkte Tragerlebensdauer keine nennenswerten Pa- Verlauf der Spannung und die Kurve (34) stellt die Ver- 

rameteranderungen bewirkt, denn in diesem Gebiet exi- lustleistung in ihrem zeitlichen Verlauf dar. Das snappi- 

stiert bereits durch die vorhergehende Diffusion eine ge Verhalten der Diode entsprechend der Teilflache (B) 

sehr hohe Stdrstellendichte. in Fig. 5b ist deutlich anders, als das in Fig. 5a darge- 

In Fig. 3b ist die Gesamtdicke des Halbleiterkdrpers 55 stellte Verhalten der soft arbeitenden Diode entspre- 

in der Teilflache (A) grftBer als in der Teilflache (B) . Das chend dem Teilbereich (A). 

Einbringen der Rekombinationszentren durch Bestrah- In Fig. 5c ist der analoge Kurvenverlauf dargestellt, 

len mit Protonen oder Helium-Kernen ist dargestellt so wie er bei dem Zusammenwirken beider Diodemeile 

daB in der Teilflache (A) die Rekombinationszentren (7) erscheint Kurve (36) zeigt den Verlauf des Stromes 

in der Nahe des pn-Ubergangs angeordnet sind, in der 60 uber die Zeit Kurve (38) den Spannungsabfall in der 

Teilflache (B) dagegen der grdBere Teil der Zone (3) gleichen zeitlichen Folge und Kurve (40) gibt die auftre- 

ausgefullt ist Dadurch entsteht in der Teilflache (A) ein tende Verlustleistung an. Aus Fig. 5c ist zu erkennen, 

softes und in der Teilflache (B) ein snappiges Schaltver- daB die erfindungsgcmaBe Diode als Gesamtheit den 

halten. Die Herstellung sieht tcchnologisch einen selek- Effekt einer soft arbeitenden Diode mit einer im Ver- 

tiven Atzschritt des Halbleiterkdrpers vor der Erzeu- 6 5 gleich zu Fig. 5a (Teilflache A) wesentlich klcineren 

gung der p-Zone (2) vor. Alle weiteren Prozesse konnen Verlustleistung besitzt 

ganzflachig durchgefiihrt werden. Damit wird die Her- Fig. 6 zeigt die Aufteilung der elektrischen Str6me 

stellung dieser Struktur mit dem geringsten technologi- auf die beiden Diodenflachen (A) und (B) bzw. 12 und 14 
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der Fig. 4. Dabei gibt die Kurve (42) den zeitlichen Ver- 
lauf dcs Stromflusses in dem soft arbeitenden Diodenteil 
(Teilflache A) an, wahrend die Kurve (44) den in der 
Teilflache (B) wiederspiegelt. In Kurve (46) ist endlich 
der Verlauf des Stromes in der erfindungsgemaBen Di- 5 
ode ersichtlich. Der Stromverlauf der Kurve (46) aus 
Fig. 6 entspricht dem der Kurve (36) der Fig. 5c 

In Fig. 7 ist der MaBstab vergrdBert, urn die Teilzei- 
ten des Schaltvorganges besser zu erkennen. Darge- 
stellt sind hier die Stromverlaufe in den beiden Teilfla- 10 
chen im Parallelbetrieb in der Phase der Kommutie- 
rung. Dabei gibt die Kurve (48) den zeitlichen Verlauf in 
dern soft arbeitenden Diodenteil (A) und die Kurve (50) 
den Strom in dem snappigen Diodenteil (B) an. Zunachst 
wird der Strom in jeder der beiden Teilflachen mit 50 15 
A/us kommutiert Kurve (48 — Teilflache A) erreicht 
zuerst den Ruckstromwendepunkt zum Zeitpunkt ti. Zu 
diesem Zeitpunkt ist die Teilflache (A) der Diode bereit 
Spannung aufzunehmen, wird aber durch den noch vor- 
handencn StromfluB in DurchlaBrichtung in der ande- 20 
ren Teilflache (B) daran gehindert Das bedingt aber 
einen steileren StromabfluB aus der Teilflache (B) der 
Diode, wie das in Kurve (50) ab dem Zeitpunkt ti er- 
sichtlich ist Bis zum Zeitpunkt wird nun der Strom im 
Diodenteil (B) steil kommutiert dabei klingt der Ruck- 25 
strom in dem Teilbereich (A) der Diode bereits ab. In 
der Teilflache (A) geht der Ruckstrom um den Betrag 
zuruck, der von der zweiten Teilflache (B) iibernommen 
wird. Zum Zeitpunkt t2 ist der Diodenteil (B) frei von 
OberschuBladungstragern am pn-Ubergang. Der Ge- 30 
samtstrom der Diode ist wahrend dieser Zeitspanne 
durch die auBere Schaltung aufgeprigt Nach dem Zeit- 
punkt t2 zeigt der Diodenteil (B) einen scharfen Ruck- 
stromabriB. Das bewirkt jedoch nur eine Verlagerung 
des elektrischen Stromes in die andere Diodenteilflache 35 
(A), die noch genugend Ladungstrager enthalt Zum 
Zeitpunkt 13 ist die Diodenteilflache (B) bereits ausge- 
raumt, es tritt keine durch einen StromabriB erzeugte 
Oberspannung auf, da der Gesamtstrom nicht abreiBt 
Die ansteigende Spannung bewirkt in der Diodenteilfla- 40 
che (A) ein Ausraumen der restlichen Ladungstrager. 
Dieser Verlauf ist bis zum Zeitpunkt U durch ein Wel- 
ches Recovery- Verhalten bestimmt 

Durch diskreten Aufbau der Diodenteilflachen als se- 
parate Dioden wurde herausgefunden, daB die Sperr- 4s 
verzogerungsladung Qrr der parallelgeschalteten Dio- 
denteilflachen um mehr als die Half te gegenuber der der 
separaten Diodenteilflache (A) reduziert ist. Das wiifct 
sich direkt auf die Schaltverluste vorteilhaft aus, sie be- 
tragen vergleichsweise zu einer soft-recovery- Diode 50 
nur ca. 40%. 

Patentanspruche 

1. Schnelle Leistungsdiode mit einem Halbleiter- 55 
k6rper, 

— der eine Folge schichtformiger Zonen auf- 
weist von welchen die hochohmige, mittlere 
Zone (3) einen ersten Leitungstyp besitzt 

— der an der einen Seite mit einer hochdotier- «) 
tea ersten AuBenzone votn ersten Leitungstyp 
(4) versehen ist und 

— der an der anderen Seite mit einer zweiten 
AuBenzone (1, 2) vom zweiten Leitungstyp ei- 
nen pn-Ubergang einschlieBt und 65 

— bei dem die mittlere Zone (3) durch Wahl 
der Dicke und Dotierkonzentration die defi- 
nierte Sperrspannungsbelastbarkeit aufweist. 
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dadurchg kennzeichn t,daB 
die eine von zwei unterschiedlichen Diodenteilfla- 
chen (Teilflache A) in ihren Eigenschaften auf soft- 
recovery- Verhalten optimiert ist und 
die andere Diodenteilflache (Teilflache B) ein snap- 
piges Verhalten besitzt 

2. Schnelle Leistungsdiode nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB die anodenseitige Do- 
tierung der Diode uneinheitlich 

— in der Teilflache (A) wenig dotiert und/oder 
mit geringer Eindringtiefe (1) und/oder abrup- 
tem pn-Ubergang, 

— in der Teilflache (B) noch dotiert und/oder 
mit groBerer Eindringtiefe (2) und/oder flach- 
em Gradienten des Dotierprofiles am pn- 
Obergang ausgebildet ist 

3. Schnelle Leistungsdiode nach Anspriichen 1 oder 
2, dadurch gekennzeichnet. daB die Tragerlebens- 
dauer in der Teilflache (A) in der Zone (3) mit der 
Grunddotierung uneinheitlich in unterschiedlichen 
Tiefen des Halbleiterkdrpers ist, in der Nahe des 
pn-Uberganges (Grenzflache 1 zu 3) kleiner und in 
der Nahe des Oberganges der Schichtfolge (3) zu 
(4) grafter. 

4. Schnelle Leistungsdiode nach Anspruch 1 und 3, 
dadurch gekennzeichnet. daB die Tragerlebensdau- 
er in der Zone (3) der Teilflache (B) kleiner ist, als 
die Tragerlebensdauer in der Zone (3) der Teilfla- 
che (A) in der Nahe der Grenzschicht (3) zu (4). 

5. Schnelle Leistungsdiode nach Ansprflchen 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Teilflachen (A) 
und (B) mehrfach in jeder Diode ausgebildet sind 

6. Schnelle Leistungsdiode nach Anspruch 5, da- 
durch gekennzeichnet daB die vorhandenen Teil- 
flachen (A) und (B) mit Hilfe von Masken verfah- 
renstechnisch ausgebildet wurdea 

7. Schnelle Leistungsdiode nach Anspruch I, da- 
durch gekennzeichnet, daB zusatzliche Rekombina- 
tionszentren (7) in der Nahe des pn-Oberganges in 
der Teilflache (A) durch partielles Bestrahlen mit 
Protonen oder Heliumkernen gebildet wurden. 

8. Schnelle Leistungsdiode nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Teilflache (A) und 
(B) zu einander so dimensioniert sind, daB der sich 
bezuglich des Schaltverhaltens weiche Teil (A) we- 
niger als ein Drittel des Gesamtstromes auch im 
Falle steiler Kommutierung als Freilaufdiode tragi. 

9. Schnelle Leistungsdiode nach Anspruch 8, da- 
durch gekennzeichnet, daB durch Einbau eines Vor- 
widerstandes die Stromaufteilung zwischen den 
Diodenteilflachen (A) und (B) eingestellt wurde. 

10. Schnelle Leistungsdiode nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet daB der Teil der Diode mit 
snappigem Schaltverhalten (Teilfiache B) auf einen 
niedrigen DurchlaBspannungsabfall optimiert wur- 
de. 
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